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1．背景と研究目的 

グラフェンが発見されて以来、優れた電荷輸送特性や特異な電子構造を有する

2 次元超薄膜への関心が高まっている。炭素元素を 13 族から 15 族の元素で置き

換えた単原子層膜は大変注目されており[1]、特異な電子的特性を持つと予測され

ている（図１）。そのため、ポストグラフェン物質を簡単に大面積作製する技術が

望まれている。最近、ゲルマニウム基板上の Ag 薄膜を加熱するだけで、簡単に

ゲルマネンが作製できることがわかってきた[2,3]。本研究の目的は、Ag(111)薄膜

表面上におけるゲルマネンの偏析創製メカニズムを明らかにすることである。 

 

2．実験内容 

今回、ゲルマニウム結晶上の銀薄膜試料を様々な温度で真空加熱し、ゲルマニ

ウムの偏析条件とゲルマネンの創製条件を調べた。 

 

3．結果および考察 

放射光を用いた光電子分光スペクトルの試料作製温度依存性により、Ge 原子が Ag 薄膜に溶解する

温度は、約 500℃であることがわかった。短時間の加熱では Ge 原子は飽和溶解量に達せず、その後、

試料を冷却すると、１原子層程度表面に偏析し、ゲルマネンを形成することが判明した。溶解偏析モデ

ルを図２に示す。以上より、Ge(111)ウエハーのゲルマニウム原子が Ag(111)薄膜表面上に偏析し、ゲル

マニウム単原子シート：ゲルマネンを形成することを世界で初めて明らかにした。 
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図１  単原子層シー

トが創製された元素 

図２ Ge(111)基板上の Ag(111)薄膜表面上へのゲルマネン生成メカニズム 


